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Schicht 6: Elektroden 



Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder emgereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Gassensor 

(g) Die Erflndung betrlfft emen Gassensor, umfassend 

- ein Substrat (1), 

- eine Sensoreinheit aus Funktionsschicht (7) und Elektro- 
denstruktur (6), 

- eine elektrische Heizungsanordnung (4). 
Erfindungsgemafl ist zwischen Sensoreinheit und elektri* 
scher Heizungsanordnung (4) eine elektrisch leitfahige 
Abschirmstruktur (2) angeordnet, um den Messvorgang 
an der Sensoreinheit gegen Storungen aufgrund des 
Heizvorgangs abzuschirmen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Gassensor nach dem Oberbe- 
griff des Patentanspruchs 1. 

Steigende Anforderungen an den Umweltschutz und an 
die Luftqualilat erfordem neben technischen Lxisungen zur 
Verbesserung der Luftqualilat auch MaBnahmen zu deren 
tJberwachung. Aus KostengrUnden versucht man, den Ein* 
satz teurer GasanalysengerUte zu vermeiden, und siattdessen 
kleine, preiswert herzustellende Gassensoren als Detektor 
fUr die Luftqualilat einzusetzen. Ein Anwcndungsfall, wo 
hochste Anforderungen an Langlebigkeit und Storsicherheit 
unter rauhesten Uingebungsatmospharen gefordert werden, 
isi das Abgas eines Automobils, wobei fiir verschiedene An- 
triebskonzepte jeweils ganz spezielle^ auf bestinunte Case 
selektive Sensoren benotigt werden. 

Kostengilnstig lassen sich solche Gassensoren in Planar- 
tcchnik hcrstellcn. Solchc planar aufgcbautcn Gassensoren 
werden Qblicherweise bei Temf>eraturen im Bereich mehre- 
rer hundert Grad Celsius betrieben und haben i. A. einen wie 
in Fig. 1 beschriebenen Aufbau. Auf einen IVansducer, der 
i. A. aus einem elektrisch isolierenden Substrat 1 besieht, ist 
auf der Sensorunterseite eine Heizungsanordnung und/oder 
eine Temperaturmesseinrichtung 4 in Form eines >\^der- 
standstheniioijieters aufgebrachu Sie besLehl aus Zuleitun- 
gen, die einen moglichst geringen Zuleitungswiderstand, der 
in Fig. 4 als Kzui bezeichnet wird, aufweisen soUen und aus 
einer haufig maanderformigen Heiz* und Temperatunness- 
struktur (Rhciz in F^. 4). Auf der Sensoroberseite ist dann 
eine den speziellen Anforderungen angepasste Elektroden- 
struktur 6 aufgebracht, auf der eine Funktionsschichl 7 auf- 
gebracht ist, die die speziellen Eigenschaften des Sensors, 
wie z. B. die Selektivitat auf ein bestimmtes Gas o. a., be- 
stinmit. Dies© Funktionsschichl andert ihre elektrischen Ei- 
genschaften abhangig von der Zusammensetzung der den 
Sensor umgebenden Gasatmosphare. An der Sensorspitze 
soli auf der Sensoroberseite in dem Bereich, in dem die 
Funktionsschichl auf gebracht ist, eine konstante Ibmperatur 
herrschen, die mit Hilfe der Heizung und des Ibmperatur- 
fUhlers auf der Sensorunterseite auf eine bestinunte Tfempe- 
ratur, die sog. Arbeitstemperatur, geregelt wird. 

Die von der Umgebungsatmosphare abhangigen elektri- 
schen Eigenschaften der Funktionsschicht werden im fol- 
genden als MessgroBe bezeichnet. Zum Beispiel konnen 
dies sein: die komplexe Impedanz Z oder daraus abgeleitete 
GroBen wie z. B. die Kapazitat, der Verlustwiderstand, der 
Phasen winkel oder der Betrag der komplexen Impedanz. Im 
Falle einer Messfrequenz von 0 Hz (Gieichspannung) ist 
auch der Gleichstromwiderstand als MessgroBe zu verste- 
hen. Im Falle einer eher isolierenden (hochohmigen Funkti- 
onsschicht) wird man als Elektrodenstruktur eine Interdigi- 
talkondensatorsmiktur (IDK) wie in fll, DE 197 03 796, 
EP 0527259 oder DE 196 35 977 skizziert verwenden. Im 
Falle gut Idtfahiger Prpben ist eher eine Elektrodenanord- 
nung mit groBem Elektrodenabstand angebracht, wie z. B. 
in der DE 197 44 316, wo fUr ein halbleitendes Titanat als 
Funktionsschicht eine 4-Leiter-Anordnung als Elektroden- 
anordnung gew^t wurde. 

Die MessgroBe kann aber auch eine elektromotorische 
Kraft EMK zwischen zwei Elektroden, z. B. eines lonenlei- 
ters, sein. Auch Thermospannungen konnen eine MessgroBe 
sein. Im Falle eines Grenzstromsensors ist der Strom, der 
beim Anlegen einer Spannung U flieBt, abhangig von der 
Messgaskonzentration und damit die Messgr5Be. 

TVpischc Gassensoren, die nach obigom Muster aufgc- 
baut sind, konnen folgenden Schnften entnommen werden. 
In der EP 0426989 wird ein selektiver HC-Sensor voige- 
stelll, dessen Kapazitat sich mit Gasbeprobung verSndert. In 



der DE 197 03 796, wird ein selekdver Ammoniaksensor 
offenbart, dessen Verlustwiderstand und Kapazitat sich im 
Bereich von 20 Hz bis 1 MHz als Funktion der Gaskonzen- 
tration anderl. DR 197 56 891, DE 197 44 316, HP 0498916 

5 und DE 43 24 659 haben Sauerstoffsensoren auf Utanatba- 
sis zum Inhalt, deren Gleichstromwiderstand bei mehreren 
hundert Grad Celsius vom Sauerstoffpartialdruck des Um* 
gebungsgases abhangt. Auch die DE 37 23 051 beschhebt 
solche Sensoren. 'Ein HC-Sensor, der aus zwei resistiven 

10 Sauerstoffsensoren besteht und ebenfalls in Planartechnik 
hergestellt wird, ist in der DE 42 28 052 offenbart. Ein typi- 
scher, in Planartechnik heigestellter Cirenzstromsensor zur 
Messung des Sauerstoffgehalles und anderer Komponenten 
eines Gases ist in [2] beschrieben. Ein Gassensor, der die 

15 Thermospannung als Messeffekt ausnutzt, sowie die dazu 
benotigte Eleklrodenanordnung, ist in der DE 198 53 595 
beschrieben. 

Da die gcnanntcn Sensoren bei mchrcrcn hundert Gras 
Celsius betrieben werden, miissen sie bebeizt werden. Die 
20 bei diesen Temperaturen nicht mehr optimalen Isolationsei- 
genschaften des verwendeten Substrates konnen dann dazu 
fiihren, dass die MessgroBe durch Einkopplung der zur Sen- 
sorheizung benotigten Spannungen beeinflusst wird. 
Dieser Nachtdl soil in den folgenden drei Beispielen er- 
25 lautert werden: 

Beispiel 1 

Der Sensor wird an der Gieichspannung Uq betrieben. An 

30 der Sensonmt^seite liegt an der Sensorheizungsanordnung 
4 liegt in diesem Fall eine Potentialverteilung wie in Fig* 2 
skizziert an. Als Beispiel wurde in Fig. 2 Uo = 10 V gewahlt 
Aufgrund der elektrostadscben Feldverleilung wird auf die 
Sensoroberseite eine Spannung influenziert, die zwischen 
den Elektroden auf der Sensoroberseite als Spannung Uk 
gemessen werden kann. Im Bild einer elektrischen Ersatz- 
schaltung muss man sich eine ideale Spannungsquelle, die 
die Spannung Uk liefert, vorstellen, zu der ein Widerstand, 
der Innenwidorstand der Spannungsquelle, in Serie geschal- 

40 tet ist. Dieser ist abhangig von der Dielektrizit^konstante 
und vom Gleichstromisoladonswiderstand des Substrates. 
Selbstverstandlich hangt die H5he der Spannung Uk auch 
von der Eleklrodenanordnung (Elektrodenabstand, Elektro- 
denbreite, Richtung der Elektrode us w.), von der Anordnung 

45 der Heizwidwstande und von der Substratdicke ab. ttber 
den Elektroden wird demnach eine Spannung Ur gemessen, 
die die Messung der MessgroBe erschwert, Sie ist als Bias- 
Spannung zu verstehen, die auch zu einer Veranderung der 
Funktionsschicht und dadurch zu einem Verf^chen des 

so Messsignals fUhren kann. Bei ISngerem Anlegen dieser 
Spannung kann es auch zu einer Drift der MessgroBe kom- 
men. 



Beispiel 2 



55 



Der Sensor wird an der Wechselspannung mit der Ampli- 
tude Uo bei der Frequenz {q betrieben. In diesem Fall gilt 
ebenfalls das in Beispiel 1 geschriebene. Erschwerend 
kommt hiorbei noch hinzu, dass der elektrische Isolations- 

60 widerstand eines typischen Substrates mit der Frequenz ab- 
nimmt. Fiir ein handelstibliches Al2C>3-Subsnrai fur Dick- 
schichttechnik (Reinheit 96%, spezifischer Gleichstrom- 
durchgangswiderstand p > 10~^° ^2m) ist das Verhalten des 
spezifischen, d. h. um Geometrieeinfltisse bereinigten, 

65 Durchgangs>yidcrstandcs p als Funktion von Tcmpcratur T 
und MeBfrequenz f in Fig. 3 aufgetragen. Deudich ist er- 
kennbar, dass gerade im Bereich hoher Temperaturen und 
hoher Frequenzen der Isolationswidetistand drastisch ab- 
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niinmt. In eineni solchen Fall wird man dann die Wechscl- 
spannung der Heizung phasengleich uber den Messeleklro- 
den vorfinden. 

Tm Falle eines Sensors, der die EMK zwischen zwei Klek- 
troden missU wird die eingekoppelle Wechselspannung die 5 
EN4K uberlagem und die MessgroBe verfiilschen. Ein elek- 
trisches Ersatzschaltbild fiir diesen Fall isl in Fig. 4 skiz- 
ziert Abhangig von der DiciektriziLalskonstante und der 
Dicke des Substrates, die die durcb Csubstnt gekennzeichneie 
Substratkapazilat ergebcn, tria neben der durch den ohni- lo 
schen VerlustwiderslandRsubsirat gegebenen noch eine kapa- 
zidve Kopplung auf, die urn 90*^ in der Phase vcrschoben an 
den Hektroden niessbar isL Die kapazitive Kopplung ge- 
schieht iiber den kapazitiven Spannungsteiler Csubstrat ~ Cu,. 
ncn, wobei Qnnen den kapazitiven und Rinncn den ohmschen is 
Innenwiderstand des Sensors widerspiegelt 

Im Falle hochohmiger Funkdonsschichten mil kleiner 
Kapazital, wo klcinstc Kapazit^tsandcrungcn im pF-Bcrcich 
gemessen werden mlissen, wie z. B. in der DE 196 35 977 
Oder der £P 0426989 vorgestellu kann die eingekoppelte 20 
Wechselspannung die Besdnunung der MessgidBe merklich 
beeinflussQn. 



Bdspiel 3 
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Der Sensor wird mittels einer konstanten aber getakteten 
Gleichspannung Uo niit variablem Taktverhaltnis betrieben. 
Dieses ist die wohl haufigste, well eneigieeffizienteste Art, 
einen Gassensor zu betreiben, da an der Sensorheizung nur 
die beiden Spannungszustande Uo und ca. 0 V anliegen und 30 
uber einen Langswiderstand prakdsch keine Leistung ab- 
fMllL In diesem Fall tritt eine Kombination der in den Bei- 
spielen 1 und 2 beschriebenen Effekte auf . Zu den Zeitpunk- 
ten, zu denen gerade geheizt wird, liegt Uq ah, und es gilt das 
in Beispiel 1 geschriebene. Wahrend des Einschalt- und 35 
Ausschaltvorganges finden sich aufgrund der steilen Flan- 
ken der Taktung im Spektrum viele Frequenzen vor, die sich 
dann in Form von Storungen auf der Sensoroberseite be- 
merkbar machen und die die Bestimmung der MessgrdBe er- 
schweren, ver^lschen oder gar unm5glicb machen. 40 

Aufgabe der Erfindung ist es, die oben beschriebenen 
Nachteile der bekannten Gassensoren zu iiberwinden. 

Dies wird durcb den Gegenstand des Patentanspruchs 1 
gel5st Vorteilhafte AusfUhrungen sind Gegenstand weiterer 
Anspruche. 45 

ErfindungsgemaB wird eine elektrisch gut leitfahige, ins- 
besondere metalUsche, Abschirmstruktur zwischen Hei- 
zungsanordnung und Sensoreinheit, letzteie bestehend aus 
FunkdoDsschicht und Elektrodenstniktur, angeordnet. 

Die Abschirmstruktur kann zum Beispiel als geschlos- so 
sene Schicht ausgebildet sein. Ebenfalls moglich ist eine 
netzfbrniige AusfUhrung oder eine Struktur in Form eines 
Strichmusters, z. B. mehiere parallel veriaufende Leiterbah- 
rien. 

Als Werkstoff fur die Abschirmstruktur eignet sich beson- 55 
ders ein Edelmetall, wie Platin (Pt) oder Gold (Au) oder eine 
Pd/Ag-Legierung, 

Als SubstratwerkstofTe konnen insbesondere keramische 
Matmalien, z. B. AI2O3, MgO oder AIN eingesetzt werden. 

Die Funkdonsschicht der Sensoreinheit kann z. B. aus 60 
Zirkonoxid, einem Utanat, einem Zeolithen oder aus 
AI2Q3 bestehen. 

Die Sensoreinheit kann derart ausgebildet sein, dass als 
MessgrdBe die komplexe Impedanz der Funkdonsschicht 
oder daraus abgclcitctc GroBcn dicncn. Dariibcr bin aus kann 65 
die MessgroBe des Sensors eine elektromotorische Kraft, 
eine Thermospannung oder ein elektrischer Strom sein. 

Der erfindungsgemSBe Sensor kann allgemein in Planar- 



lechnik hergesielli werden, insbesondere in Dtinnschicht- 
lechnik oder in Dickschichttechnik. 

Die Erfindung wird anhand von AusfUhrungsbeispielcn 
unler Bezugnahme auf Teichnungen naher eriauiert Vjr zei- 

gen: 

Fig. 1 einen bekannten Gassensor, w\c in der Beschrei- 
bungseinleitung eriauiert; 

Fig. 2 den Spannungsverlauf an der Hdzungsanordnung 
des Gassensors nach Fig. 1; 

Fig. 3 den spezifischen Durchgangs% iderstand 6 eines 
Substratnfiaterials als Funktion von Ibmpcratur T und Mess- 
frequenz f; 

Fig. 4 das elektrische Ersatzschaltbild eines Gassensors 
nach Fig. 1; 

Fig. 5 bis 8 jeweils erfindungsgemaBe Gassensoren; 

Fig. 9 bis 12 Messdiagramme, aufgenommen nut einem 
erfindungsgemaBen Gassensor (Fig. 10, 12) zum Vergleich 
mil Mcssdiagrammcn, aufgenommen mit einem bekannten 
Gassensor (Fig. 9, 11). 

Hn typischer Aufbau eines erfindungsgemSBen Gassen- 
sors kann wie in Fig. 5 skizzi^ aussehen und beispiels- 
weise wie im Fblgenden beschrieben hergestellt werden. 
Hier wird der Fall betrachtet, dass die Herstellung der erfin- 
dungsgemaBen Abschirmstruktur in Dickschichttechnik er- 
folgL Es konnen aber auch andere Tbchniken zur Herstel- 
lung der Schicht verwendet werden: z. B. Diinnschichttech- 
niken wie Sputtem, Aufdampfen oder CVD; galvanische 
Abscheidung oder andere Verfahren. 

Auf ein Substrat 1, z. B. aus Al203» wie es typisch fur die 
Dickschichttechnik ist, wird eine Abschirmstruktur 2 (z. B. 
aus Pt) in Diclcschichttechnik aufgebracht und bei 1250°C 
eingebrannt. Sie ist in diesem Beispiel als geschlossene 
Schicht ausgebildet Darauf folgt eine Isolationsschicht 3, 
z. B. aus AI2O3, die ebenfalls in Dickschichttechnik aufge- 
bracht aber bei 12(X)**C eingebrannt wird Die Isolations- 
schicht dient zur elektrischen Isolation der Abschirmschicht 

2 gegeniiber der elektrischen Heizungsanordnung 4. Die 
Heizungsanordnung 4 (z. B, ebenfalls aus Pt) wird ebenfalls 
in Dickschichttechnik aufgebracht und bei IISO^C einge- 
brannt. Tanach kann die Heizungsanc»rdnung 4 bei Bedarf 
noch mit einer Schutzscbicbt 5 versehen werden, die bei 
llOO^C eingebrannt werden kann. Solcis eine Schutzscbicbt 
kann z. B. aus einer elektrisch isolierenden Glaskeramik be- 
stehen. Im nachsten Produktionsschritt wird auf der ande- 
ren, noch jungfrauUchen Seite des Substrates 1 die ge- 
wiinschte Elektrodenstruktur 6, z.B. aus Gold, in Dick- 
schichttechnik aufgebracht und bei 950*'C gebrannt. Die 
Elektrodenstruktur kann z. B. als Interdigitalstruktur ausge- 
bildet sein. Abhangig von der MessgrdBe konnen aber auch 
zwei einzelne Elektroden eingesetzt werden. Die Funkdons- 
schicht in Schicht 7 als letzte Schicht wird dann bei 850^ 
eingebrannt. Durch den in Fig. 5 dargestellten Multilayer- 
aufbau wird die angestiebte, orfindungsgemafie Abschirm- 
wirkung erzielt. 

In einem weiteren erfindungsgemaBen Beispiel, welches 
in Fig. 6 skizziert ist, befindet sich die Abschirmschicht 2 
auf der Sensoroberseite, direkt unterhalb der Elektroden- 
struktur 6. 

Dabei bietet sich es sich an, bei der Sensorproduktion mit 
der Sensorunlerseite zu beginnen. Die Produktionsreihen- 
folge ist dann: Substrat 1, Heizungsanordnung 4 (Pt, Brenn- 
temp^atur 1150**CJ), Schutzscbicbt 5 (Glaskeramik, 
1100**C). Auf der Sensoroberseite wird die Produktion fort- 
gesetzt: Abschirmschicht 2 (Gold, 950°C), Isolationsschicht 

3 (nicdrigsintcmdc Glaskeramik, 925°C), Elektrodenstruk- 
tur 6 (Gold, 9(X)'*C) und zuletzt die Funktionsschicht 7 
(850°C). 

Die in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigten Aufbaumbglichkeiten 



BNSDOCID: <DE 100116e2AlJ_> 



DE 100 

5 

und Brenniemperaiuren sind nur beispielhafi zu sehen. 

Ebenfalls isL cs mdgHch, unterhalb von hochsintemden 
Funktionsschichlcn (z. B. aus Ulanaten oder aus Zirkon- 
oxid) durch Verwcndung einer Ahschirrnsrruktijr aus Pt und 
einer hochsinlemden AbOi-Schichi als Isolalionsschichi 
geeignele Abschinnstrukturen aufzubringcn. Fig, 7 zeigi 
schemalisch einen solchen crfindungsgeniaBen Aufbau an- 
hand eines Mischpotentialsensors, bei dein die eleklroniolo- 
rischc Kraft zwischen zwci vom Material her unierschiodli- 
chen Elektrcxlen 6a, 6b, die durch einen lonenleiler 7 als 
FunktioDsschichl verbunden sind, gemessen wird. Solche 
Sensoren sind hcrvorragend geeignet zur Detektion von 
brennbaren Gasen. Die Reihenfolge des Aufbringens der 
einzelnen Schichten ist wie folgt: 
Substratl 
Abschirmstruktur 2 
Isoladonsschicht 3 
Hcizungsanordnung 4 
Schutzschicht 5 
Funktioosschicht 7 
Elektroden 6a, 6b. 

Eine weitere erfindungsgemafie AusfUhrungsfonn ist in 
Fig. 8 skizziert. Dabei umfasstder Sensor zwei TSeilsubstrate 
la, lb. Substrat la ist auf seiner Oberseite mit der Ab- 
schiniischichl 2 und auf seiner Unterseile mil einer Hei* 
zungsanordnung 4 versehen. Substrat lb ist oberseilig mil 
Elektrodenanordnung 6 und Funktionsschicht 7, unterseitig 
mil einer keramischen Klebeschicht 8 versehen. Beide der- 
art beschichteten Substrate la, lb werden aufeinander ge- 
bracht Bei erhdhter Temperatur schmilzt der Keramikkle- 
ber (manche harten auch bei Raumtemperalur aus), und die 
beiden Substrate sind danach fest mitetnander verfounden. 
Selbstverstandlich kann sich die Abschirmschicht anstatt 
auf der Oberseite von Substrat la auch auf der Unterseite 
von Substrat lb befinden. Fur die beiden Teilsubstrate kon- 
nen die obengenannlen Materialien fiir ein einzelnes Sub- 
strat eingesetzt werden. 

Eine ebenfalls mogliche Produktionsform liegt in der 
Herstellung solcher Aufbauten in Mehriagentecfanik. Dazu 
werden sogenannte Grunfolien mit Metallschichten be- 
druckt, verpresst (laminiert) und anschlieBend miteinander 
versintert Es durchaus machbar, durch sogenanntes Co-Fi- 
ring alle oder zumindest mehrere Schichten in einem Brenn- 
vorgang herzustellen. 

Es ist ebenfalls als erfindungsgemaB anzusehen, wenn die 
Abschirmstruktur nicht aus einer durchgehenden Metall- 
schicht besteht, sondem als netzartige Struktur ausgebildet 
ist. Daraus resuldert nicht nur eine Erspamis von Edelmetall 
sondem auch eine Eliminierung des Durchbiegungspro- 
blems, das auftritt, wenn eine Metallschicht mit groBem 
thermischen Ausdehnungskoefiizient ganzflSchig auf eine 
Isolationsschicht mit kleinerem thermischen Ausdehnungs- 
koef&zienten aufgebracht wird. 

Anstelle einer Netzstruktur kann die Abschirmstruktur 
auch ais Strichstruktur aufgebracht werden. 

Die Elektrodenstruktur kann z. B. als Inierdigiialstruktur 
ausgebildet sein. Es k5nnen aber auch zwei einzelne Elek- 
troden oder eine 4-Leiteranordnung aufgebracht werden. 
Selbstverstandlich k^nnen auch die Elektrodenanordnungen 
der in der Beschreibungsleitung erw^nten Literaturstellen 
eingesetzt werden. 

Fig« 9 bis Fig, 12 zeigen Messdiagramme, die den posid- 
ven Effekt des erfindungsgemSBen Gassensors in einer prak- 
tischen Anwendung demonstrieren. 

Bei Fig. 9 handclt cs sich um die Mcsskurvc cincs Gas- 
sensors, der entsprechend der EP 0426989 ohne die erfin- 
dungsgemaBe Abschirmstruktur gefertigt wurde. Die Mess- 
kurve zeigt, wie sich die Kapazitat des Sensors tiber der Zeit 
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bei wechselseiiiger Beprobung mit 0 und 100 ppm des Ibst- 
gases Ammoniak uber der Zeit verhalt. Man erkennt ein 
Drifien des Sensorsignals, dem zusStzlich eine schwebungs- 
anige Slorung iiberlagerl ist. AuBerdem nimmt mil fort.- 
5 schreilender Zeit der Signalhub ah. 

Fig. 10 zeigt die Messkurve, aufgenommen mit einem 
vollstandig idendsch gefertigten Sensor, mit dem Untcr- 
schied, dass der Sensor mit elektrischer Abschirmschicht, 
wie oben beschrieben, geferdgt wurde. Ein Sensordrift ist 

to nun kaum noch zu erlcennen, und d^ Sensorhub bleibt auch 
uber langere Zeiten unverSndert 

Fig. 1 1 ist die Messkurve eines Sensors ftir ein brennbares 
Gas, dessen Xonzentration im Gas alle 5 Minuten sprung- 
haft verandert wurde. Die enisprechenden Konzentrationen 

15 sind jeweils angegeben. Der Sensor wurde nach dem Bei- 
spiel in Fig. 7 gefertigt, jedoch ohne Abschirmschicht. Man 
erkennt einen starken Drift der Nulllinie des Sensorsignals. 
Das Scnsorsignal ist auBcidcm von Storungcn iibcrlagcrt 
Fig. 12 zeigt das Verhalten eines idendschen Sensors, al- 

20 lerdings mit erfindungsgemaB^ Abschirmschicht. Daraus 
ist zu entnehmen, dass die Sensomuliiinie Uber der Zeit er- 
halten bleibt. Ein Drift des Signals ist nicht vorhanden. 
Auch eine Uberlagerung von Storsignalen ist kaum noch zu 
erkennen. 

25 

In der Anmeldung ziderte lAxetntm zum Stand der Technik 

[1] Plog C, Maunz W., Kurzweil P., Obermeier E., Scheibe 
C: Combustion gas sensitivity of zeolite layers an thin-film 
30 capacitors. Sensors and Actuators B 24--25, (1995), 
403-406. 

[2] GOtz R., Rohlf I., Mayer R„ Rasch M., G5pel W.: Am- 
perometric-Multielectrode-Sensors for NOx and Hydrocar- 
bons: Numerical Optimization of Opemtion Parameters and 
CeU Geometries. Proceedings zu: "sensor 99" 18.-20.5.99, 
Numbetg. S.: 137-142. 

Patentanspriiche 

40 1. Gassensor, umfassend 

- ein Substrat (1), 

- eine Sensoreinheit aus Funktionsschicht (7) 
und Elektrodenstruktur (1$), 

- dne elektrische Heizungsanordnung (4), 

45 dadurch gekamzeichnet, dass zwischen Sensorein- 
heit und elektrischer Heizungsanordnung (4) eine elek- 
Urisch leitfahige Abschirmstruktur (2) angeordnet ist, 
um den Messvorgang an der Sensordnheit gegen St6- 
rungen aufgrund des Hdzvoigangs abzuschirmen. 

SO 2. Gassensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass Sensoreinhdt und Heizungsanordnung (4) auf 
verschiedenen Seiten des Substrats (1) angeordnet 
sind. 

3. Gassensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
55 net, dass die Abschirmstruktur (2) zwischen Substrat 

(1) und Heizungsanordnung (4) angeordnet ist. 

4. Gassensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Abschirmstruktur (2) zwdschen Substrat 
(1) und Sensoreinheit angeordnet ist. 

60 5. Gassensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass er mindestens zwd Ibilsubstrate (la, lb) um- 
fasst, zwischen denen die Abschirmstruktur (2) ange- 
ordnet ist. 

6. Gassensor nach einem der vorangehenden Ansprtl- 
65 chc, dadurch gckcnnzcichnct, dass die Abschirmstruk- 
tur (2) in Form einer geschlossenen Schicht, netzfor- 
mig, Oder in Form eines Strichmusters ausgebildet ist. 

7. Gassensor nach einem der vorangehenden Ansprti- 
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chc, dadurch gckennzeichnet, dass die Abschirmstruk- 
tur (2) aus einem Edclmetall bestehl . 

8. Gassensor nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzcichne!, dass das Subslral (1, la, 
lb) aus eincni kerairiischen Material, z. B. Al^O-:*, MgO 5 
Oder A IN bestehl . 

9. Gassensor nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnel, dass die Funklions- 
schicht (7) der Sensoreinhei l aus Zirkonoxid, einem Ti- 
tanat, einem Zeolithen oder aus p"-Al203 bestehl. lO 

10. Gassensor nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichneu dass die an der Senso- 
reinheil aufgenomniene MessgroBe die komplexc Ini- 
pedanz oder eine aus der koraplexen Impedanz abgelei- 
tete MessgroBe ist. 15 

1 1 . Gassensor nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnel, dass die an der Senso- 
rcinhcit aufgenommcnc MessgroBe die clckiromotori- 
sche Kraft, die Themiospannung oder der elektrische 
Strom ist 20 

12. Gassensor nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnel, dass er in Dickschicht- 
lechnik oder Dtinnschichttechnik oder in einer Kombi> 
nation beider Verfahren hergeslellt ist 

25 

Hierzu 12 Seite(n) Zeichnungen 
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